Particularitatile proprietatilor fizice ale antimonidului de galiu dopat cu nichel 57

NiSb/NiGa localizati in regiunea macrodefectelor
(de obicei, dislocativ).

Asa dar, putem admite cd o concentratie mica
de atomi de nichel lichideaza defectele proprii in
cristalele primare, conducand astfel la amplificarea
emisiei excitonice, iar partea majoritard din acestea
sunt concentrati in regiunea dislocatiilor formand
clustere de tipul NiGa/NiSb.

CONCLUZII

Rezultatele experimentale discutate in
aceastd lucrare permit evidentierea urmatoarelor
concluzii:

1. In premierda s-au studiat particularitatile
proprietatilor fizice ale antimonidului de galiu dopat
cu nichel pentru un interval larg de concentratii;

2. Monocristalele de antimonid de galiu studiate
in aceasta lucrare s-au obtinut prin metoda
modificata a topirii zonale;

3. Analiza procesului tehnologic  utilizat
demonstreaza, ca nichelul in concentratii mai mari
ca 0,1% atomare formeaza in matricea de baza niste
incluziuni de o alta structura cu baza orientata de-a
lungul deplasarii zonei topite, numite -clustere.
Densitatea clusterilor creste proportional cu
cresterea concentratiei dopantului;

4. 1In raport de orientarea clusterilor fatd de
campurile electric §i magnetic exterioare s-a
inregistrat o anizotropie ~(20+30)% a efectelor
galvanomagnetice. Se propune un model de
explicatie a acestei asimetrii.

5. In premiera se demonstreazi cid doparea
antimonidului de galiu cu nichel contribuie la
deplasarea marginii benzii fundamentale de
absorbtie s-a calculat concentratia dopantului;

6. S-aidentificat structura complexa a spectrelor
de iradiere ale antimonidului de galiu dopat cu
nichel 1n diferite  concentratii.  Structurile
identificate ne permit sa conchidem, cd in
concentratii mici nichelul lichideaza unele din
defectele proprii ale cristalului, iar in concentratii
mari partea majoritard din acestea sunt concentrati
in regiunea dislocatiilor formand clustere de tipul
NiSb/NiGa;

7. Doparea concomitentd a antimonidului de
galiu cu telur si nichel a permis evidentierea si
modificarea proprietdtilor fizice sub influenta
interactiunii donor-acceptor.
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